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【はじめに】近年、不揮発性メモリとして金属酸化物を用いた抵抗変化型メモリが次世代ユニバーサ

ルメモリとして注目されている。我々は、アルミニウムの陽極酸化法により形成されたポーラスア

ルミナで起こる抵抗変化型スイッチング効果について報告してきた【1、2】。しかし、半導体業界では

Si基板の技術が確立されており、ポーラスアルミナのメモリ効果を産業的に応用するためには Si

基板上での安定したスイッチング効果を得る必要があると考えられる。

【実験と結果】シリコン基板上にアルミニウムを成膜した後、陽極酸化法を用いてアルミニウムの垂

直ナノ構造を形成した。室温でのI-V特性の測定を行った結果を図１に示す。バイポーラ動作を示

し,±５V付近でのスイッチング現象が起こった。I-V測定で約300回以上の耐久性が得られたが、

さらなるオン・オフ電圧の安定化及び耐久性（目標1015回）の改善が要求される。

発表当日は実験及び電気特性の詳細について報告を行う。
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図１　 Si基板上に形成したポーラス

アルミナのReRAMセルの I-V特性


